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【研究概要】 

シリコン型太陽電池に代表される無機系太陽電池は、様々な材料のドーピングを行って pn接合

の素子設計を行っているが、近年、有機半導体におけるドーピングも低分子半導体において実現

されており、無機系半導体と同様に有機半導体もドーピングレベルに応じた素子設計が可能とな

ってきている。蒸着プロセスを用いない湿式の塗布プロセスでのドーピングを実現するためには、

塗布が容易な半導体ポリマーにおいてドーピングを可能にする必要があるが、スピンコートに代

表される湿式塗布プロセスでは一般的に～1 wt%レベルの濃厚溶液を調製する必要があり、ドーパ

ント材量も半導体ポリマーとの共通溶媒で溶解しなければならないことから、有機半導体ポリマ

ーでドーピングを実現している例はほとんど報告されていない。 

そこで我々は、ppmオーダーの超希薄溶液

からポリマーの成膜が可能な Evaporated 

Spray Deposition using Ultra dilute Solution 

(ESDUS)法を活用して、半導体ポリマーF8BT

に Cs2CO3のドーピングを行ったところ、ドー

ピングレベルに応じ、Al/n-F8BT(Cs2CO3ドー

プ F8BT)/Alエレクトロ・オンリー・デバイス

において、無ドープの傾き２の典型的な空間

電荷制限電流(SCLC)挙動から、傾き 1.0のオ

ーミック挙動が観測され、電流密度の向上が

見られることを明らかにした (Fig.1(B))。

ESDUS法による塗布プロセスでは、下層を溶かさずに積層が可能なため、Fig.1(A)の素子構成の

ような F4TCNQドープ P3HT(p-P3HT)との pn接合ダイオードの作製を試みたところ、Cs2CO3のド

ーピングレベルの上昇に応じて電流－電圧特性においては整流性、キャパシタンス－電圧特性に

おいてはキャパシタンス値の増加が見られることが明らかになった。本発表で詳細な pn接合の特

性について講演する。 
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Fig.1: (A) Schematic illustration of the structure of p-n 

junction. (B) J-V characteristics of both devices (log-log). 

Al

n-F8BT

ITO

PEDOT

p-P3HT

(A) (B)

第 75 回応用物理学会秋季学術講演会　講演予稿集（2014 秋　北海道大学）

Ⓒ 2014 年　応用物理学会

18p-A3-13

12-162


